SC116-SC 117 -SC 118 - SC 119 o
Silizium-pnp-Planar-Epitaxie-NF-Transistoren
Bauform 2 TO18
Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

SC116 SC117 SC118 SC119
Ucso 20 30 60 80 V
Uceo 20 30 60 80 ")
Ueso 5 S 5 5 \")
Ic 100 mA
I 50 mA
Pot 300 mW
D 4175 °C
Ua -40...4125 °C
Elektrische Kennwerte (8¢ = 25°C -~ 5K)

SC116d

F (bei Uce =5V, Ic = 0,2 mA) typ. 2,5 dB
fr (bei Uce = 5V, Ic = 10 mA) typ. 90 MHz



Kleinleistungstransistoren fiir allgemeine und NF-Anwendungen

Grenzwerte (Ta = 25°C) Kennwerte
Struk- : . : : . Bau-
Typ - Ptot UCBO UCEO Ic hZIE bei I . UCE fT bei IC UCEsat bei IC F bei UCE’ IC f el
(mw) (V) | (V) [(mA) (mA)] (V) [(MHz) {{mA)| (mV) (mA){(dB) | (V) |(mA) [(kHz)
*
(MHz)
SC 116 | pnp {300 | 20 | 20 {100 typ90 | 10 2,5 | 5 0,2 76
SC 117 | pnp 300 | 30 | 30 {100 typ90 | 10 2,5 {5 0,2 76
SC 118 |{ pnp {300 | 60 | 60 |100 typ90 | 10 2,515 0,2 76
SC 118 pnp {300 80 80 100 typ90 10 2,515 0,2 76
SC 236* ] npn {200 30 20 100 |56...560( 2 | 6 typ145 {100 80 10 10 6 0,2 1 77
| 210 100
SC 237*] npn {200 50 45 100 {56...5601 2 6 typl45] 10 80 10 8. 6 0,2 1 7
210 100
SC 238* | npn {200 30 20 100 {56...1120{ 2 6 typi6l | 10 80 10 8 6 0,2 1 77
210 100
SC 239* | npn 200 30 20 100 [56...1120f 2 6 typl75} 10 80 10 4 6 0,2 [0,03...15{ 77
210 100
SC 3G7* | pnp {250 50 45 100 |56...560] 2 6 typ355 1 10 70 10 8 6 0,2 1 77
4190 100
SC 308* | pnp {250 30 25 100 {56...1120] 2 6 typ355| 10 70 10 8 6 0,2 1 7
410 100
SC 309* | pnp {250 30 25 100 {1i2...1120} 2 6 typ380{ 10 70 10 4 6 0,2 {0,03...15| 77
: 410 100
SCE 237% npn (150 50 45 100 {112...5680{ 2 6 typ210! 10 70 10 10 6 0,2 1 8
220 100
SCE 238% npn |150 30 20 100 1112...1120f 2 6 typ210 | 10 70 10 10 6 0,2 1 78
220 100
SCE 239% npn {150 30 20 100 {112...11200 2 6 typ210 1 10 70 10 4 6 0,2 (0,03...15( 78
220 100
* selektiert nach der Stromverstédrkung
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